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SiC-MOSFET のチャネル移動度は材料物性から期待される値には程遠く、SiC/SiO2 界面の特性

改善が急務である。近年、Ba による SiCの増速酸化（MEO: Metal-Enhanced Oxidation）が報告さ

れ、900℃の Ba-MEO で形成した MOSFETが NO-POA処理で作製したデバイス以上の高移動度を

実現可能である事が示された[1]。更に、Ba-MEO による酸化膜成長が殆ど生じない 750℃の条件

でも、界面準位密度の低減と電界効果移動度の向上が達成されており、Ba-MEO が NO-POA処理

以上に可動キャリア密度の増大に効果的であることがホール効果測定から明らかになっている[2]。

そこで本研究では、Ba-MEO 温度の更なる最適化と界面特性の詳細な解析を行ったので報告する。 

4H-SiC(0001)基板上に、分子線蒸着により Ba を 0.1 nm堆積し、プラズマ CVD で膜厚 30nmの

SiO2キャップ層を形成した後に O2雰囲気下 400℃~800℃でMEO を行った。その後、N2雰囲気下

950℃で 30分間の POA処理を行い、Al電極を形成してMOS

キャパシタを作製した。 

MOS キャパシタの C-V 測定から求めた界面準位密度を

Ba-MEO処理温度に対してプロットした結果を図 1に示す。

MEO 界面は、Ba 挿入なし（w/o Ba）や NO-POA処理試料

と比較して界面準位密度が大幅に低下しており、600℃の低

温 MEO 条件で最も低い界面準位密度が得られた。 

更に界面近傍のトラップ密度（NIT: Near-Interface Trap 

[3]）を算出し、界面からの分布を各試料間で比較した結果

を図 2 に示す。Ba-MEO 試料間で結果を比較すると、界面

準位密度の低下に対応して 600℃のMEO処理でNIT密度も

低減可能であることが明らかとなった。一方、NO-POA 試

料で最も低い NIT密度が得られたことから、SiO2/SiC界面

の可動キャリア密度は NITではなく、界面準位密度との相

関関係が強いことが分かった。 
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Fig.1 Interface trap densities of SiC 

MOS capacitors treated with 

various MEO temperatures. 

 
Fig. 2 Near-Interface Trap density of 

SiC MOS capacitors treated 

with various conditions. 
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